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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 

 

本論文は横磁場印加チョクラルスキー法による工業スケールの結晶径 300 mmシリコン単結晶の成

長プロセスに関して、炉内の３次元的な熱・物質輸送と、横磁場による効果を精密に考慮したシミ

ュレーションモデルを用いた解析を行い、シリコン融液の流動挙動とそのメカニズムを明らかにし

たものである。ここで得られたシリコン融液の対流挙動に関する知見は機能材料工学分野へ寄与す

るところが大きい．よって本論文は博士（工学）の学位論文に値するものと認める。  

 

 

 

 

 

 


